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1
Inventia se referd la electrotehnic, in special
la procedeele de producere a microconductorului in
izolatie de sticla.

Procedeul de producere a microconductorului in
izolatie de sticld include degresarea tubului de
sticld, amplasarea in interiorul lui a materialului
de formare a conductorului, modelat ca o tijd cu o
canelurd inelard la un capdt cu trecere in con la
celilalt capit, care se instaleazi in tub coaxial si
se fixeaza prin incélzirea si stringerea tubului din
exterior la nivelul canelurii inelare a tijei, apoi se
evacueazd aerul prin pompare permanentd din
semifabricatul binar obtinut astfel, care prealabil se
incalzeste pand la imbinarea ermeticd a tubului de
sticla cu suprafata tijei pe portiunea conica si cea
adiacentd, apoi se avanseazd cu conul in cdmpul
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inductorului de inaltd frecventd formand in jurul
semifabricatului binar un spatiu cvasiinchis, din
care se trage microconductorul in izolatia de
sticld, ai cdrui parametri se verificd si se corecteazi
in procesul tehnologic de topire prin modificarea
indicilor procesului de topire, in jurul semifabri-
catului binar, in zona de actiune a campului
inductorului de finaltd frecventd se -efectucazi
debitarea gazelor inerte reinnoite permanent.

Revendicari: 2

Figuri: 1
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Descriere: 3
Inventia se referd la domeniul electrotehnicii, in special la procedeele de producere a
microconductorului in izolatie de sticla.

Este cunoscut procedeul de obtinere a microconductorului turnat in izolatie de sticld, care se
reduce la faptul ca tija de metal, amplasatd in tubul de sticld si avansatd continuu in zona de
incalzire, se supune topirii de inaltd frecventd cu tragerea ulterioard din microbaia formatd la
capatul tijei metalului topit al conductorului finit sub forma de tub capilar de sticld cu fir metalic.
Totodata, reglarea temperaturii microbdii se realizeazi prin schimbarea locului de amplasare al
acesteia in cAmpul de inalta frecventd, iar intregul proces se desfdsoard in prezenta vidului in tubul
de sticla [1]. Acest procedeu, clasat printre procedeele continue de turnare a microconductorului, se
bazeaza pe formarea microbaii din metal topit.

Din punct de vedere al caracterului tehnic si al rezultatului obtinut cel mai apropiat de prezenta
inventie este procedeul de producere a microconductorului in izolatie de sticld, care se reduce la
prelucrarea mecanicd a fundului tubului de sticld pana la atribuirea acestuia a unei forme de
picdtura de topiturd, degresarea tubului de sticld, amplasarea in acesta a materialului de topire (de
formare a conductorului), topirea lui prin amplasarea tubului de sticld in cdmpul unui inductor de
inaltd frecventa si crearea in jurul topiturii a unui volum cvasiinchis (microbaie cvasiinchisd), din
care se trage microconductorul finit sub forma de tub capilar de sticla récit cu umplere compacta cu
material de formare a conductorului. Totodata, volumul cvasiinchis se formeazi datoritd asezirii
unui perete despartitor poros si a unui ecran din materialul de formare a conductorului, indepartarii
prin pompare multipld a aerului din tubul de sticla si umplerii lui cu un gaz inert [2].

Acest procedeu face parte din procedeele prin picdturi, care de asemenea se caracterizeaza prin
existenta microbdii din topitura materialului de formare a conductorului, materialul in cursul
topirii nu se completeaza.

Primul procedeu cunoscut este limitat in utilizarea materialului de formare a conductorului
numai de segmente de produs laminat si de sarma trefilatd avind diametrul de cel mult 4 nm, iar al
doilea procedeu cunoscut este limitat de durata scurti a procesului de topire, insd ambele
conductoare au un dezavantaj comun, determinat de microbaie si de procesele care au loc in ea:
deplasarea microbaii in cAmpul inductorului de inaltd frecventd, inveligul reinnoit continuu in jurul
ei din sticld inmuiata cu degazare si cu procese de difuziune, procesele de oxidare provocate de tija
care completeazd microbaia sau de aerul atmosferic prin strapungerile periodice ale tubului de sticla
in jurul topiturii care creeazd compozitia chimicd nestabild a microbdii si prin urmare, devine
instabil si deosebit de imprevizibil materialul initial de formare a conductorului si microconductorul
in izolatie de sticld obtinut.

Problema pe care o rezolva prezenta inventie este asigurarea constantei compozitiei chimice a
conductorului in microconductorul obtinut si caracterul identic al compozitiei chimice a materialului
initial de formare a conductorului, precum si extinderea posibilititilor in ceea ce priveste durata
procesului de turnare si materialele de formare a conductorului utilizate.

Problema se solutioneaza prin aceea c¢i in procedeul de producere a microconductorului in
izolatie de sticld, care include degresarea tubului de sticld, amplasarea in interiorul lui a
materialului de formare a conductorului si evacuarea din el a aerului prin pompare, topirea
acestora in cAmpul unui inductor de inalta frecventd, formarea permanentd in jurul materialului de
formare a conductorului a unui spatiu cvasiinchis din care se trage microconductorul in izolatie de
sticld, ai cirui parametri se verificd si se corecteazd prin modificarea indicilor procesului tehnol ogic
de topire, debitarea gazelor inerte, noutatea consta in aceea ca inainte de amplasarea materialului
de formare a conductorului in interiorul tubului de sticld, ele se selecteazd dupd parametrii
geometrici, viteza de avansare a materialului de formare a conductorului in campul inductorului,
viteza de receptie a microconductorului finit si dupd lungimea potentiald a microconductorului, apoi
materialul de formare a conductorului se modeleazd ca o tijd cu canelurd inelard la un capat cu
trecere in con la celélalt capat, tija in tubul de sticld se instaleaza coaxial §i se fixeaza prin
incalzirea si strAngerea tubului din exterior la nivelul canelurii inelare a tijei, se efectueazi
etansarea locald a peretelui tubului prin deplasarea lui in zonele de asimetrie, formand un
semifabricat binar, iar inainte de avansarea semifabricatului binar cu conul in campul inductorului
de inalta frecventd el se incélzeste pand la mbinarea ermeticd  a tubului de sticld cu suprafata tijei
pe portiunea conicd si cea adiacentd ei, iar debitarea gazelor inerte se efectueazi prin reinnoirea
lor permanentd in jurul semifabricatului binar in zona de actiune a cdmpului inductorului de Tnaltd
frecventd. Parametrii geometrici, viteza de avansare a semifabricatului binar in campul
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inductorului, viteza de receptiec a microconductorului finit §i lungimea potentiald a
microconductorului  se determind  conform urmatoarelor relatii:

2 .
R RE o o v, Ry incae
=2 w2 Rplp=Rs-Le vi="7"
R~ Rp P R
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R; este raza tijei din material de formare a conductorului;

R; - raza firului microconductorului;

R; - raza semifabricatului binar;

Rp - raza conductorului in izolatie de sticla;

L; - lungimea tijei din material de formare a conductorului;

L, - lungimea potentiald a microconductorului finit, fabricat din semifabricatul binar selectat;

V, - viteza de avansare a semifabricatului binar;

V,, - viteza de receptie a microconductorului.

Alias, alegerea parametrilor geometrici ai tubului de sticld si tijei, care formeaza semifabricatul
binar, viteza de avansare a semifabricatului binar in cdmpul inductorului de inaltd frecventa si
viteza de receptie a microconductorului finit, precum si calcularea lungimii potentiale a
microconductorului din tija selectatd se determind, pornind de la raportul valorilor razelor la patrat
ale tijei si firului microconductorului, luind in consideratie grosimea tubului de sticld §i grosimea
izolatiei microconductorului.

Prezenta inventie eventual extinde posibilitatile in ceea ce priveste materialul utilizat de
formare a conductorului si durata procesului de producere a microconductorului: tija poate fi in mod
practic aleasa de orice lungime, ceea ce nu limiteazd timpul procesului. Tija poate fi confectionata
din srma trefilatd, turnatd, forjatd, obtinutd prin presare, folosind mijloacele metalurgiei pulberilor
si alte metode, care asigurd rezistenta relativi a acesteia §i constanta compozitiei chimice pe
intregul volum.

Simetria coaxiald a tubului de sticld in raport cu tija amplasatd in el si incdlzirea prealabild a
acestui semifabricat binar cu indepartarea concomitentd prin pompare a aerului permit sa se creeze
volumul cvasiinchis in jurul materialului topit de formare a conductorului in partea conici a tijei. Pe
masura avansdrii semifabricatului binar in cdmpul inductorului de inaltd frecventd, volumul
cvasiinchis nu-si modificd marimea si forma, deoarece are loc incdlzirea continud a portiunilor
urmitoare ale semifabricatului binar, care se invecineazd cu portiunea lui conicd si pomparea
permanentd din tub prin gurile executate in canelura inelard a tijei, unde fixarea tubului de sticld la
tijd nu are un caracter ermetic. O altd calitate a acestui procedeu este lipsa motivului initial al
instabilitatii procesului tehnologic - microbaia topiturii materialului de formare a conductorului,
deoarece tragerea microconductorului finit din volumul cvasiinchis se reduce la alungirea conului
incalzit al tijei impreund cu tubul de sticld inmuiat, care o cuprinde, fara deplasare reciproci. La
acest fapt contribuie si imbinarea ermeticd si fixarea tubului de sticld in canelura inelard a tijei. In
calitate de una din variantele tragerii, similard cu tragerea sarmei prin filiere, in procedeul propus
este posibild, iar pentru unele materiale de formare a conductorului si sticlei speciale este
preferabild tragerea conului semifabricatului binar prin filiere rigida, semirigida, lichida. Totodata,
filierele pot indeplini functii de cristale de microconductor produs sau instrument de incilzire
locala. Pentru a exclude efectul aerului atmosferic asupra materialului de formare a conductorului
prin sticla inmuiatd in cdmpul inductorului de inalta frecventd, semifabricatul binar este continuu
suflat cu gaz inert, de exemplu, cu argon.

Astfel, se exclud procesele nocive de oxidare activd si de difuziune, instabilitatea parametrilor
de productie ai microconductorului cu urmare a fenomenelor imprevizibile in microbaia topiturii si
fluctuatiilor spatiale ale acesteia in cdmpul inductorului de inalta frecventa.

Rezultatul inventiei este constanta compozitiei chimice a firului microconductorului de-a lungul
Iui si uniformitatea firului obtinut ca compozitie chimicd a materialului initial de formare a
conductorului.

In fig. 1 este prezentatd schematic instalatia pentru realizarea procedeului propus.

Instalatia este alcatuitd din inductorul de inaltd frecventd 1 si cuptorul cu grafit 2, amplasat
coaxial deasupra lui, inchis cu ecranul 3. Intre inductorul 1 si cuptorul 2 sunt instalate inele de
distantare 4, care le separd, executate ca ecranul 3 din dielectric termostabil. in cavititile
inductorului 1 si cuptorului 2 (intrunite intr-o cavitate cilindricd comuna cu ajutorul inelelor de
distantare 4), este agezat tubul de sticld 5, avAnd amplasat in el tija 6, care este dotatd la un capit cu
canelurd inelard 7, iar la celdlalt capat trece lin in con 8. Pentru avansarea tubului de sticla 5
impreund cu tija 6 in cavitatea cuptorului 2 si inductorului 1 se afld mecanismul de avansare 9, iar
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pentru pomparea (aspiratia) aerului din tubul de sticld 5 pe capatul deschis al acestuia este agezatd
conducta flexibild 10, legatd cu agregatul de aspiratie intensivd (neprezentat). Debitarea gazului
inert in cavitatea inductorului 1 se realizeazi prin canalele 11, iar microconductorul finit 12, prin
cristalizorul deplasabil pe verticald 13 si antena 14 a blocului de control electronic (neprezentat) si
de corectare a parametrilor microconductorului si ai procesului tehnologic in intregime, este
receptionat de dispozitivul de receptie 15 pe bobinele de receptie schimbabile in mod automat.
Mecanismul de avansare 9, dispozitivul de receptie 15, cristalizorul 13 sunt dirijate de agregatul de
exceptie al blocului de control electronic al parametrilor microconductorului 12, preluat prin
intermediul antenei 14.

Procedeul propus se realizeazi in modul urmétor.

Conform parametrilor prestabiliti ai microconductorului 12 (compozitia chimicd, rezistenta
liniara, lungimea, grosimea izolatiei), se alege perechea tijd 6 - tub de sticld 5, din care apoi se
formeaza semifabricatul binar. Totodatd la alegerea componentelor semifabricatului binar si la
exploatarea lui ulterioard se vor respecta relatiile:

2 .2 2

RS Ry oy w20 V2 B e
2 =20 RprtpTRs ket =5

R R P R
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Rs este raza tijei materialului de formare a conductorului;

R; - raza firului microconductorului;

R, - raza semifabricatului binar;

Ry - raza conductorului in izolatie de sticla;

L; - lungimea tijei materialului de formare a conductorului;

L, - lungimea potentiald a microconductorului finit, fabricat din semifabricatul binar selectat;

V, - viteza de avansare a semifabricatului binar;

V, - viteza de receptie a microconductorului.

Tija 6 se formeaza in prealabil cu conul 8, iar la celilalt capit se executd canelura 7. Tubul de
sticld 5 se prelucreazi pand la ajustarea simetriei coaxiale a suprafetei acestuia in raport cu
suprafata tijei 6, inclusiv alungirea conului si pilirea lui. Apoi, tubul 5 se degreseazi, in el se
introduce tija 6 si se realizeaza fixarea lui punctiformd in canelura inelard 7 la tija 6 prin incalzire
locala a sticlei. Semifabricatul binar obtinut in felul acesta se introduce in mecanismul de avansare
9. Prin conducta 10 se cupleazd aspiratia intensivd a aerului din cavitatea tubului de sticld 5, care
totodatd se avanseazi in cuptorul cu mufld 2, in care semifabricatul binar se incilzeste pand la o
astfel de stare, cand sticla inmuiatd in conditii de vid, care se creeazd in urma aspiratiei, se imbind
ermetic cu suprafata tijei 6, formdnd un volum cvasiinchis in jurul conului incilzit 8 al tijei 6, ceca
ce exclude actiunea mediului exterior asupra materialului de formare a conductorului. fn continuare,
semifabricatul binar se avanseazi in campul de topire al inductorului 1, in care conul incalzit se
topeste, iar apoi se trage impreund cu tubul de sticla 5, care este fixat rigid nu numai datoritd
cuprinderii ermetice, c¢i si prin fixare in canelura 7. Pe masura tragerii conului 8 cu ajutorul
dispozitivului de receptie 15 si din acesta a microconductorului, conul 8 nu 1-si schimbd forma,
deoarece miscarea prescrisd a semifabricatului binar face ca procesul de formare a acestuia si fie
succesiv si continuu: incdlzirea in cuptorul cu mufld a unei portiuni urmétoare din semifabricatul
binar, completarea fluidd a acestei portiuni din volumul cvasiinchis, restabilirea continud a conului
8 ca urmare a alungirii continue a acestuia pand la starea de microconductor finit. Ca masura
suplimentard, care sd excludd actiunea atmosferica asupra materialului de formare a conductorului
prin sticla inmuiatd pe conul 8, acesta in campul inductorului 1 este suflat cu gaz inert, de exemplu,
argon prin canalele 11. Microconductorul finit 12 trece prin jetul cristalizorului 13, a cirui pozitie in
raport cu inductorul 1 afecteaza calitatea izolatiei microconductorului, iar apoi prin antena, care
transmite toate datele privind microconductorul la blocul de control electronic si de corectare, in
care aceste date se compara cu cele prestabilite si conform rezultatelor comparatiei se efectueaza
corectarea functiondrii mecanismului de avansare 9, mecanismului de receptie 15, pozitiei
cristalizorului 13 si temperaturii gazului inert prin canalele 11.
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(57) Revendiciri:

1. Procedeu de producere a microconductorului in izolatie de sticld, care include degresarea
tubului de sticld, amplasarea in interiorul lui a materialului de formare a conductorului si evacuarea
din el a aerului prin pompare, topirea acestora in cAdmpul unui inductor de inaltd frecventa,
formarea permanentd in jurul materialului de formare a conductorului a unui spatiu cvasiinchis
din care se trage microconductorul in izolatie de sticld, ai cdrui parametri se verifica si se corecteaza
prin modificarea indicilor procesului tehnologic de topire, debitarea gazelor inerte, caracterizat
prin aceea ¢i inainte de amplasarea materialului de formare a conductorului in interiorul tubului
de sticld, ele se selecteaza dupd parametrii geometrici, viteza de avansare a materialului de formare
a conductorului in cAmpul inductorului, viteza de receptie a microconductorului finit si dupa
lungimea potentiald a microconductorului, apoi materialul de formare a conductorului se modeleaza
ca o tijd cu canelurd inelard la un capat cu trecere in con la celdlalt capit, tija in tubul de sticld
se instaleazd coaxial si se fixeazd prin incdlzirea si strangerea tubului din exterior la nivelul
canelurii inelare a tijei, se efectueaza etansarea locald a peretelui tubului prin deplasarea lui in
zonele de asimetrie, formand un semifabricat binar, iar inainte de avansarea semifabricatului binar
cu conul in campul inductorului de inaltd frecventd el se incdlzeste pand la imbinarea ermeticd a
tubului de sticld cu suprafata tijei pe portiunea conici si cea adiacenta ei, iar debitarea gazelor
inerte se efectueazd prin reinnoirea lor permanentd in jurul semifabricatului binar in zona de
actiune a cAmpului inductorului de inaltd frecvent.

2. Procedeu de producere a microconductorului conform revendicarii 1, caracterizat prin
aceea c¢d parametrii geometrici, viteza de avansare a semifabricatului binar in campul
inductorului, viteza de receptic a microconductorului finit §i lungimea potentiald a
microconductorului se determind  conform urmétoarelor relatii:

2 52 2
R_S_&. 2 2 &_R_Z in care
5= 2,Rp~Lp—RS~LS, =
R Rp P R
J P

Rs este raza tijei din material de formare a conductorului;

R; - raza firului microconductorului;

R, - raza semifabricatului binar;

Ry - raza conductorului in izolatie de sticla;

L; - lungimea tijei din material de formare a conductorului;

L, - lungimea potentiald a microconductorului finit, fabricat din semifabricatul binar selectat;
V. - viteza de avansare a semifabricatului binar;

V,, - viteza de receptie a microconductorului.
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E - document anterior dar publicat la data de X - document de relevantd deosebita: inventia revendicatd nu
depozit national reglementar sau dupa aceasta poate fu considerata noud sau implicand activitate inventiva
data

L - document care poate pune in discufie data Y - document de relevanti deosebitd: inventia revendicatd nu
prioritatii invocate, poate contribui la data poate fu consideratd ca implicand activitate inventiva cand
publicdrii altor divulgéri sau pentru un motiv documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente
expres ( se va indica motivul) de aceiagi naturd, aceasta combinatie fiind evidentd pentru o

persoand de specialitate

O - document referitor la o divulgare orala, un act | & - document care face parte din aceiagi familie de documente
de folosire, la 0 expunere sau orice altd

Data efectudrii de documentare  ianuarie 2001

Examinatorul Nastas Xenia
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(21) Nr. depozit:

Date de identificare Data Brevete Data
ale documentelor citate publicarii paralele publicarii
in raport
1 2 3 4
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